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摘 要: 本文介绍了硅尖的制备及其在不同领域的应用。硅尖的制备方法可与现代 IC工艺兼容
且易削尖, 故比其它材料微尖更实用。硅尖的应用随着制备工艺的改进与其它相关技术的进步必
将得到新的开发。
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Fabrication of Silicon Tip and its Application
WANG Yan- hua, MA Hai- yang, SUN Dao- heng
( Dep t . of Elect ro- mechanics , Xiamen University , X iamen Fujian, 361005, China)
Abstract: The fabricat ion of silicon tip and its applicat ion in dif ferent fields are introduced in the art i
cle. T he method to fabricate silicon tip is compat ible w ith modern IC technolog y; in addit ion, the sili
con t ip may be easy to sharp, so that it is more pract ical than other m aterials. It is believed that the
application of silicon t ip w ill be newly developed w ith the improvement of fabricat ion technology and
other correlative technologies.
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胺等; 另一类是无机腐蚀剂 ( KOH NaOH
NH4OH 等)。两类腐蚀剂有类似的腐蚀现象, 这里
以 EPW系统来说明其腐蚀特性:
2NH2 ( CH 2 ) 2NH2 + Si + 3C6H4 ( OH ) 2












1050 ∀ 下,采用干 # 湿 # 干常规氧化工艺,进行氧化
锐化处理, 再用 HF 酸缓冲液除去表面所有二氧化
硅。南京电子器件研究所用这种方法得到了曲率半
径在 30~ 40nm 之间的硅尖。[ 3]
腐蚀掉硅尖上的氧化帽以后, 在 950 ∀ 下干







目前各向同性腐蚀液广泛采用 HF # HNO3 # H2O
腐蚀系统。其反应原理为












为 HF∃HNO3∃CH 3COOH = 2∃15∃5时< 100> 面的
腐蚀速率是 1 48 m / min, < 111> 面的腐蚀速率是
1 31 m/ min; 腐蚀液为 HF∃HNO3∃H 2O= 1 5∃15∃5
时, < 100> 面的腐蚀速率是 1 53 m/ min, < 111>





流电场中受到激发并分解, 如氟里昂气体 CF4 分解
形成 F* , 然后与被腐蚀的材料起反应形成挥发性
物质(如 SiF4)再由抽气泵排出去。用化学反应式表
示为:








反应离子刻蚀硅常用 F 基气体 CF4 和 SF6 或
在两者中加入 O2 也可采用 XeF2, 目前国内无法提
供XeF2 故前两种较常用。CF4 和 SF 6 化学性质相
似,但如果用 CF 4作刻蚀气体, F 自由基的反应易于
产生氟碳薄膜, 当它形成在被刻蚀材料的表面上时
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腐蚀技术。其工艺过程是利用各向异性刻蚀法腐蚀
出倒金字塔形, 然后清洗硅片,并用H F 缓冲液腐蚀
掉SiO2,再进行第二次氧化, 用溅射或蒸发或 CVD
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该新技术是: 利用称谓自保共聚物 ( bLock -
CopoLymer)的纳米材料自然形成超微细结构。
该技术可实现薄膜化。且仅用热退火而形成纳
米级超微细点 ( dot )图形。当将此图形腐蚀( RIE:
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